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В настоящее время в электронике широко распространяется получение 
нанострукту'р с использованием кластерных пучков. Это переходные объ
екты между изолированными ато.мами или молекулами и твёрдым телом. 
Они занимают промежуточное положение между ван-дер-ваальсовыми 
молекулами, содержащими несколько атомов, и такими мелко дисперси
онными частицами, как аэрозоли. Нижний предел числа частиц в кластере 
составляет единицы, а верхний определяется тем, что добавление ещё 
одной частицы к их совокупности заметно изменит свойства системы 
в целом.

Свойства атомных кластеров очень сильно и даже качественно отли
чаются от свойств макроскопических тел, что и обуславливает интерес, 
проявляемый к ним [1]. Наиболее удобно использовать кластеры в качест
ве пучков заряженных частиц. Это упрощает их транспортировку и при
менение, а также выделение кластеров выбранного размера масс- 
спектрометрическими методами [2].

Использование кластерных пучков представляет интерес в процессах 
ионной имплантации, при эпитаксии многомолекулярных соединений, 
для получения тонких плёнок и новых материалов.
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